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GaAsBi は、長波長用の発光材料として注目されており、禁制帯幅の温度依存性が小さい

ため，波長が温度に依存しない半導体レーザの開発が期待されている。350℃で MBE 成長し

た３周期の GaAsBi/GaAs 多重量子井戸試料について表面からのホトルミネッセンス(PL)が

細線方向に強く偏光していることを見出し、前回報告した。同試料の断面の STEM および

STEM-EDS 観察から成長方向の Bi 組成の変化から表面偏析が生じていること、面内方向の

Bi組成の変化から面内にはBi組成は一様でクラスターや細線の形成は見られていないこと

がわかっている。このため強い偏光が生じる原因について、組成変調や細線効果ではなく、

二つの Bi が Ga を挟んで特定の方向に並ぶなどの原子配置による非常に局所的な構造によ

るものであると推測している。今回、２基板温度成長法により作製した、表面偏析の非常

に小さな GaAsBi/GaAs 量子井戸において同様の偏光 PL 測定を行い、表面偏析の大きい試料

と表面偏析が非常に小さい試料の偏光 PL スペクトルの比較を行った。

試料は基板温度 350℃で GaAsBi 層を、550℃で GaAs 層を交互に成長（2 基板温度成長法）

した。この成長法では、GaAsBi 成長中に表面に偏析した Bi を蒸発することができ、Bi は

GaAs 層にまったく取り込まれない。測定温度 10 K における試料の PL 偏光依存スペクトル

を Fig.1 に示す。ピーク発光波長は，1050 nm に観測された。試料 Aにおける偏光度� t h��� �
��)�h��� � ��)より求める。ピーク発光波長における偏光度は約 22.6 %であった。発光波長

1000~1040 nm の範囲での偏光度は約 20.3 %，発光波長 1060~1150 nm の範囲での偏光度は

約 24.4 %であった。前回の偏析の大きな試料では、偏光度が約 20.5 %で、今回の試料はよ

り若干小さい。２基板温度成長法と通常の成長法で大きく偏光度は変化しない。このこと

は、偏析した領域の組成の変調によって生じる偏光ではないことを示している。

Fig.1 PL偏光依存スペクトル
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